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Croissance: 
 

Cristallogenèse: Bridgman, Recristallisation phase solides…  
 
MOCVD: 

• Home made: Six lines + 1 gas line ,Pressure : up to 1000°C, 2 cm2  max 
• R&D machine:  horizontal 2x2 inches, Low pressure reactor and Oms 
  5 lines installed + 1 gas (max 7+1),Tg 1000°C  RF 
• CVD, Thermal treatments  

 
Caractérisations 
 

 Optique:  macro(micro)photoluminescence, µRaman, FTIR, nanocathodoluminescence 
 Structurale:MEB, XRD, AFM, SIMS, accès au TEM 
 Electrique: Effet Hall, C(V), Seebeck 

 

Semiconducteurs II-VI 
 

IR → UV 
Macro → nano 



Croissance 

2D 

Nanowires 

Dopage heterostructures  

Semicond. II-VI  
Col II:  Zn, Mg, Cd, 
Col VI : O, S, Se, Te  

ZnO (spontanée,VLS) 

In situ : N, Sb, Al 
Diffusion :  
N, As, P, Sb 

PQ ZnO/ZnMgO 

In situ : N, Sb, Al 
Ex-situ :  
N, As, P, Sb 

Axial: 
ZnO/ZnCdO 
Core Shell : 
ZnO/MgO, ZnO/ZnSe 

Systèmes matériaux: 

Thématiques scientifiques récentes ou actuelles: 
 

- Modes de croissances de nanofils de ZnO ( : 30nm-1mm) 
- Dopage de type p & spectroscopie 
- Physicochimie de surface des nanofils 
- Ingénierie de bande sur facettes de nanofils: ZnO/ZnMgO, ZnO/ZnSe… 
- Applications & activités transverses: capteurs de gaz;étud de matériaux 

historiques 

 
Collaborations: 
 

UTT, CEA-Leti, CEA-List, CEA-Den, TRT, CRHEA, INL, GPM-caen, Néel, 
Univ.Tunis, Univ. Valencia,   

3D II-VI, II-IV-VI 

Semiconducteurs II-VI 



100 nm

ZnO 

ZnMgO 

Hétérostructure latérale : puits ZnO (10 nm) 

Zn0.86 Mg0.14O (18 nm)  

Puits quantiques latéraux de ZnO/ZnMgO cœur/coquille 

 MET  

ZnMgO/ZnO/ZnMgO 

BC 

BV 

Spectres DRX pour une 

couche 2D de ZnMgO 

Spectre PL  (4° K) d’une structure avec  

puits quantique latéral de 2 nm d’épaisseur 
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Alliage ZnMgO

Puits ZnOZnO

Observation du confinement des porteurs dans le  puits quantique  

Ingénierie de bande 

Alliage ZnMgO ordonné 




